
1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А 1, К1НТ251

Транзисторные сборки, состоящие из четырех кремниевых

эnитаксиально-планарных структуры п-р-п переключательных

транзисторов. Предназначены для применения в переключаю-
v

щих устроиствах.

Выпускаются в металлокерамических корпусах с гибкими

выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса сборки не более 0,4 г.

Изготовитель - АООТ Воронежский завод полупроводни­

ковых приборов, г, Воронеж.

1f!T251, 1НТ251А, К1НТ251
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Эпектрические nараметр•

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ прн Uкэ = 5 В, lк = 200 мА:

1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А 1 •...•.••.•........... 30... 150
типовое значение......................................... 45
К1 НТ251, не менее . . . .. . . .. 1 О

Граничная частота коэффициента передачи
тока при Uкэ = 10 В, lк = 30 мА, не менее....... 200 МГц

типовое значение......................................... 450 МГц
Время рассасывания при lк = 150 мА,
~ = 15 мА:

1НТ251, не более 100 нс
типовое значение......................................... 65* нс
1НТ251А, 1НТ251А1, К1НТ251, не более .. 200 нс
типовое значение......................................... 120* нс

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
при lк = 400 мА, /6 = 80 мА:

1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А1, не более ..... 1 В
типовое значение......................................... О, 7* В
К1НТ251, не более...................................... 2 В

Напряжение насыщения эмиттер-база
nри !к = 400 мА, /6 = 80 мА:

1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А1, не более ..... 1,5 В
типовое значение......................................... 1, 1* В

Обратный ток коллектора при Uк6 = -15 В,
не более:

Т = +25 °С • •• . • • • • • . • . • • . . . . • • • •• ••• •• • •• • •• • . • • • • . . • • .• • . . • • б мкА
Т= +125 °С д.nя 1НТ251, 1НТ251А,
1НТ251А1..................................................... 30 мкА

ОбраУныW ток эмиттера при Uк6 = 4 В,
не более ........•................. 1 О мкА
Емкость коллекторного перехода
при Uк6 = 10 В, не более ...........•...................... 15 пФ

типовое значение.......................................... 8* пФ
Емкость эмиттерного перехода при U36 = О,
не более 50 пФ

типовое значение......................................... 30* пФ
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Преде111tнwе эксn11уатационнwе данные

Постоянное напряжение коллектор база

и коллектор эмиттер при ~ ~ 1 кОм:

К 1 НТ251 • •••• •• •••• •••••••••••••• •• • • • •• • •• •• •• •• • •• • •••••• •••• 45 В
1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А 1:

при Тп ~ +100 °С 45 В

при Tn = + 150 °С................................... 22 В
постоянное напряжение эмиттер-база............ 4 В
Импульсное напряжение эмиттер-база 1

при fи' 10 мкс, о;, 2 6 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер1

nри fи ' 10 мкс, О;, 2:
К1НТ251.......................................................... 60 В
1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А1:

nри Tn Е= +100 °С····························-······ 60 В
nри Tn = + 125 °С .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . 40 В
при Tn = +150 °С........................................ 30 В

Постоянный ток коллектора 400 мА
Импульсный ток коллектора при tи , 10 мкс,

О ;, 100 • •• • ••• . • .... . • . •• . . • •• .. . . . • .. . • . .• .•• • . . ••• . • •• • . . . • . .. •• . . . •• • 800 мА
Постоянная рассеиваемая мощность3 коллек­

тора (суммарная):
при ТЕ= +60 °С 0,4 Вт

при Т= +85 °С для К1НТ251........................ 0, 16 Вт
при Т= +125 °С для 1НТ251, 1НТ251А,
1НТ25 1А 1 • . • • • .. • • • • . . • . • • • • . • . . • . • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • О, 1 Вт

Импульсная рассеиваемая мощность коллек­

тора 1НТ251, 1НТ251А:
при з:« +60 °С.............................................. 10 Вт
при Т = +125 °С 2,5 Вт

Тепловое сопротивление переход-среда........ 218 °С/Вт
Температура р-п перехода:

1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А1 +150 ~с
К1НТ251 +120 °С

Темnература окружающей среды:

1НТ251, 1НТ251А -60 +125 °С
К1НТ251 -45 +85 °С

Допускается имnу.nосное напряжение U36 м до 6 В при а ;) 2, fм ~ 10 мкс.
2
Допускается импульсное напряжение Uкf м и Uкэ м до 60 В при Tn " + 100 ·с"

40 В при Tn = +125 °С, 30 В при Tn ~ +150 С nри а ~ 2, tи, 10 мкс
э При Т> +60 °С

Р" мАкс = О, 1 + ( 125 - Т)/218, Вт

Расстояние от корпуса до места пайки (по Д11ине вывода)
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не менее 1 мм" Радиус изгиба выводов должен быть не менее
0,3 мм, расстояние от корпуса до центра окружности изгиба
не менее 1 мм.

При монтаже на плату необходимо учитывать, что корпус

сборки имеет металлическое дtio и металлическую крышку и
~

ни один иэ выводов не имеет соединения с дном и крышкои

корпуса. Выводы 1 и 8 свободные.
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